10

15

HEMORIA DESCRIPTIVA PARA SOLICITAR“?ATENTE DE INVENCION EN

ESPAHA POR: "LISPOSITIVO MARGINAL DE CONMUTACION" A NOMBRE DE

STANDARD ELECTRICA, S.A., CON DOMICILIO EN MADRID,

'CALLE DE RAMIREZ DE PRADG N2. 5
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El presente invento se refiere a un dispositivo mar
ginal de conmutacidén para que accione un dispositivo detector
de salida cuando la amplitud de la sefial de entrada queda fue
ra de un margen predeterminado.

Este dispogitivo de conmutacidén marginal es conoci-
do por la patente holandesa ne2. 250.589...Este dispositivo
conocido tiene un rendimiento bajo puésto que sus caracteris-
ticas dependen de las variaciones de la temperatura y el vol-
taje de alimentacibn.

Un objeto del presente invemto es proporcionar un
dispositivo marginal de conmutacidn mejorado del tipo ante-
rior que no presente los inconvenientes memncionados.

El presente dispositivo de conmutacidén marginal es-
t4 caracterizado por el hecho de que dicho dispositivo esté

incluido en la rama de un circuito de cuatro polos que no tig



20

25

30

35

ko

45

ne ningln pole comin con una fuente de energia que alimenta
dicho circuito que comprende por lo menos dos rama; cuyas im-
pedancias son controladas conjuntamente por dichas sefiales de
entrada y dos fuentes fijas de referencia que definen diche
margen de forma que actlia como un puente sustancialmente equi
librado excepto cuando dichas sefiales de entrada estan por
encima o debajo de dicho margen.

Los’ antes mencionados y otros objetos y caracteris-
ticas del invento quedarén més claros y el invento mismo se
comprenderid mejor con relacidn a la siguiente descripcién de
realizaciones dada junto con los dibujos que se acompafian en
los que:

Lé figura 1 muestra un dispositivo de conmutacién
mgrginal de acuerdo con el invento;

La figura 2 muestra una modificacidn del dispositi-

~vo de deteccidn utilizado en la figura 1.

Hefiriéndonos a la figura 1, el dispositivo margi-
nal de conmutacién alli representado comprende dos pares de
transistores Q1/Q2 y G3/Q%. Las bases de los transistores
Ql y Q3 est&n conectadas en comiin y su punto de unidn esti
conectado a una salida de una fuente de seiflal S a través de
una resistencia i9. La otra salida de la fuente de sefial S
estd conectada a tierra. ‘

Las bases de los transistores Q2 y Q4 estéin conec-
tadas a través de las resistencias respectivas R7 y RS al
punto de unién de una resistencia R& y un diodo zener W que
forman un potencibmetro. E1l otro extresmo de la resistencia
R8 y el Anodo del diodo W estin conectados regpectivamente a
una fuente V de potencial positivo continuo y a tierra. La

base del transistor G4 esti conectada ademis a tierra a tra-
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vés de una resistencia R6.

Los puntos de conexién comln de los emisores de los
pares de transistores Q1/Q2 y G3/Q4 estan conectados a tierra
a través de una resistencia i1l y una resistencia R2 (Rl = R2)
respectivamente.r Las resistencias i1l y K2 simulan fuentes de
corriente constante. Los colectores de los transistores Ql ¥y
Q3 (32 vy 34) estin interconectados y su punto de unidén esta
conectado a la fuente V a través de una resistencia R3 (R4);
(k3 = R4). Los puntos de unién de los colectores de los tran
sistores QL - Q3 vy G2 - G4 estén interconectados a través de
un reld Pr. La salida del dispositivo, referencia OUT, se
toma a través de un contacto de cierre p del relé Pr.

El dispositivo marginal de commutacidén de la figura
2 es semejante al de la figura 1, excepto en que el relé de
salida Pr y su contacto p estén sustituidos por un circuito
de dos estados que comprende los transistores PNP Q5, Q6 y
Q7. Las bases de los transistores G5 & 6 estan conectadas
a los puntos de unidén de los colectores de los transistores
Ql - Q3 ¥y Q2 - Q4 respectivamente. Los emisores de los tran-
sistores G5 y w6 estan conectados entre si y su punto de
unidén esti conectado a la fuente V a través de la unidén emi-
sor-colcctor del transistor G7 gue ha;e el papel de un diodo
zener. Los colectores de los transistores G5 y Q6 estin tam~
bién conectados entre si, estando conectado su punto de unidn
a tierra a través de una resistencia R10. La salida del dis~
positivo de referencia OUT se toma de los colectores interco-
nectados del par de transistores Q5/Q6.

El principio de funcionamiento del dispositivo mar-
ginal de conmutacién de la figura 1l es el siguiente: Mien-

tras el nivel del voltaje de'salida de la fuente 5 queda den-
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k.,
tro de un margen predeterminado definido por los veoltajes de
referencia superior e inferior M y m aplicados a las bases de
los transistores Q2 vy Q4 respectivamente, el relé Pr esti en
su condicibén de no accionado y consecuentemente su contacto
de trabajo p sigue abierto. Por lo tanto las corrientes cons
tantes il e i2 que alimentan los pares de transistores Q1/Q2
¥y Q3/Q4, circulan de la fuente de polarizacidn V a tierra a
través de_laS'resistencias Bl y %3, las uniones colector-emi-
sor de los transisfores G2 vy @3 v las resistencias Rl y R2
respectivamente, Debido a la cafda de tensidén en la resisten
cia 23 que es igual a la caida de tensidn en la resistencia
R (R3 = R4, il = i2), no circula corriente a través del re-
1& Pr de forma que cl contacto p permanece abierto. En cuan-
to el nivel de voltaje de.salida de la fuente de sefial se ha-
ce mayor (menor) que el nivel de referencia M (m) aplicade a
la base del transistor Q2 (Q4), los transistores Ql y Q3 (42
v §4) conducen mientras que los transistores Q2 y Q4. (Ql vy
G3) se cortan. Suponiando que la resistencia del devanado
del relé Pr es muy baja con relacidén a las resistencias R3 y
R4 circula una corriente igual a la corriente il o i2 (il =
12) a través del relé Pr. El relé Pr se excita as{ y cierra
su contacto p. EL1 ci;rre del bontacto p causa la excitacidén
de un ecircuito de alarma (no representado).

El dispositivo marginal de la figura 2 estl adapta-
do para ser usado en aplicaciones en las que se requiere una
gran pracisién o cuando los requerimientos de gran velocidad
excluyen el uso del relé Pr. Esta disposicidén da un voltaje
positivo de salida cuando el voltaje aplicado a su entrada
por la fuente de sefial esti fuera del margen fijado por los

limites M y m. El funcionamiento del dispositivo de 15 figu-
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ra 2 es semejante al del) de la figura 1 en cuanto se.refiere
a los pares de tramsistores §1/Q2 y 23/Gk. E1l circuito bies-
table de salida gue comprende los transistores Q5 a Q7 funcigo
na de la forma giguiente:

El voltaje total de umbral V., del {ltimo circuito

T
constituido por el voltaje zener del transistor Q7 méas el vol-
taje base-emisor del transistor Q5 o Q6 es mayor que la caida
de tensibén en la resistencia R3 o R4 cuande el voltaje dado
por la fuente S estid dentro del margen fijado por los limites
M y m. En estas condiciones, ni el transistor Q5 ni el Q6
conducen; por lo tanto la salida del dispositivo estid al po-
tencial de tierra.

Cuando el voltaje dado por la fuente § es superior
o inferior al margen fijado por los limites M y m todas las
corrientes de los transistores Ql y Q3 o Q2 ¥y G4 tienden a
circular a través de solamente una de lgs resistencias R3 o
R4 respectivamente. La caida de tensidn en esta resistencia
R3 o 4 se dobla y c¢s superior al umbral de t?nsién anterior

\'s Los transistores correspondientes 45 o %6 conducen enton-

T
ces y el voltaje en la resistencia R10 salta hasta el voltaje
de emisor de los transistores Q5 vy 36.

Aungue los principios del invento han sido descritos
en 10 que antecede com relacidén a ejemplos especificos se so-
brentiende que esta descripciém ha sido hocha solamente a ti-
tulo de ejemplo y no como una limitacidén del alcance del in-
vento.

Este invento corresponde a una solicitud de patente
formulada en Bélgica el 29 de Diciembre de 1967 sefialada con

el no. 708.711 y se acoge por lo tanto a los beneficios que

otorgan los convenios internacionales vigentes.
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Los puntos de invencién propia y nueva que se pre-
sentan para que sean objeto de esta patente de veinte aiios
son los siguientes:

1 - Un dispositivo marginal de conmutacidén para que
accione un dispositivo de detecciédn de salida cuando la ampli
tud de la sefial de entrada queda fuera de un margen predeter-
minado, caracterizado en &ste porque dicho dispositivo esté
incluido en la rama de un circuito de & polos gue no tiene
ningin polo comfin con una fuente de energia que alimenta di-
cho qircuito que comprende por lo menos dos ramas cuyas impe-
dancias estan controladas conjuntamente por dichas sefiales de
entrada y dos fuentes fijas de referencia que definen dicho
margen de forma que actfia como un puente equilibrado sustan-
cialmente excepto cuando dichas sefiales de entrada son supe~
riores o inferiores a dicho margen,

2 - Un dispositivo mmrginal de conmutacibén como el
del punto 1 caracterizado en &ste porque las impedancias de
dichas dos ramas tienen un polo comiin y estén acopladas, cada
vna de ellas, a los emisores comunes de un par de transisto-
res estando acoplados los golectores de cada par a los extre-
mos opuestos de dicho dispositivo, y las bases de los dos
transistores acopladas a un extremo de dicho dispositivo que
es alimentado por dicha seflal de entrada mientras que las ba-
ses de los otros dos transistores estidn acopladas a dichas
fuentes fijas de referencia respectivamente.

3 ~ Un dispositivo marginal de conmutacidn como el
del punto 2 caracterizado en &ste porque las impedancias de
dichas dos ramas son suficientemente altas para hacer que di-

cho par de transistores funcione con una corriente sustancial



165

170

175

mente constante, corriente que cireula a través de dichas im-
pedancias.

L - Un dispositivo marginal de conmutacién como el
del punto 3 caracterizado en éste porque las corrientes cons-
tantes que circulan a través de dichas impedancias son sus-
tancialmente iguales entre si.

5 « Un dispositivo marginal de conmutacidn.

Tal y como sc describe en la memoria gue antecede,
representado en los dibujos que se acompafian ¥ a los fines
especificados.

Esta memoria consta de siete hojas escritas por una

sola cara.

Madrid, 08 NiC 1968
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